Билет №7

1. Импульсом тела называют векторную физи​ческую величину, являющуюся количественной ха​рактеристикой поступательного движения тел. Им​пульс обозначается р. Единица измерения импульса Р — кг • м/с. Импульс тела равен произведению мас​сы тела на его скорость: р = mv. Направление векто​ра импульса р совпадает с направлением вектора скорости тела v (рис. 4).

Для импульса тел выполняется закон сохране​ния, который справедлив только для замкнутых фи​зических систем. В общем случае замкнутой назы​вают систему, которая не обменивается энергией и массой с телами и полями, не входящими в нее. В механике замкнутой называют систему, на кото​рую не действуют внешние силы или действие этих сил скомпенсировано. В этом случае р1 = р2 где р1 — начальный импульс системы, а р2 — конеч​ный. В случае двух тел, входящих в систему, это вы​ражение имеет вид m1v1 + т2v2 = m1v1' + т2v2' где т1 и  т2 — массы тел, а v1 и v2, — скорости до взаимодей​ствия, v1' иv2' — скорости после взаимодействия. Эта формула и является математическим выражением закона сохранения импульса: импульс замкнутой физической системы сохраняется при любых вза​имодействиях, происходящих внутри этой системы. 
Единица импульса в СИ — Н • с.
Закон сохранения импульса лежит в основе реактивного движения. Реактивное движение — это такое движение тела, которое возникает после отде​ления от тела его части.

Пусть тело массой т покоилось. От тела отде​лилась какая-то его часть т1 со скоростью v1. Тогда

оставшаяся часть придет в движение в противопо​ложную сторону со скоростью v2, масса оставшейся части  т2 Действительно, сумма импульсов обоих частей тела до отделения была равна нулю и после разделения будет равна нулю:

т1v1 +m2v2 = 0, отсюда  v1 = -m2v2/m1.
Большая заслуга в развитии теории реак​тивного движения принадлежит К. Э. Циолковскому.

Он разработал теорию полета тела переменной массы (ракеты) в однородном поле тяготения и рас​считал запасы топлива, необходимые для преодоле​ния силы земного притяжения; основы теории жид​костного реактивного двигателя, а так же элементы его конструкции; теорию многоступенчатых ракет, причем предложил два варианта: параллельный (несколько реактивных двигателей работают одно​временно) и последовательный (реактивные двигате​ли работают друг за другом). К. Э. Циолковский строго научно доказал возможность полета в космос с помощью ракет с жидкостным реактивным двигате​лем, предложил специальные траектории посадки космических аппаратов на Землю, выдвинул идею создания межпланетных орбитальных станций и подробно рассмотрел условия жизни и жизнеобеспе​чения на них. Технические идеи Циолковского нахо​дят применение при создании современной ракетно-космической техники. Движение с помощью реак​тивной струи, по закону сохранения импульса, ле​жит в основе гидрореактивного двигателя. В основе движения многих морских моллюсков (осьминогов, медуз, кальмаров, каракатиц) также лежит реактив​ный принцип.

2. Полупроводники — это вещества, удельное со​противление которых убывает с повышением темпе​ратуры, наличия примесей, изменения освещен​ности. Типичны​ми полупроводниками являются кристаллы герма​ния и кремния, в которых атомы объединены ковалентной связью. Природа этой связи позволяет объ​яснить указанные выше характерные свойства. При нагревании полупроводников их атомы ионизируют​ся. Освободившиеся электроны не могут быть захва​чены соседними атомами, так как все их валентные связи насыщены. Свободные электроны под действи​ем внешнего электрического поля могут перемещать​ся в кристалле, создавая ток проводимости. Удаление электрона с внешней оболочки одного из атомов в кристаллической решетке приводит к образованию положительного иона. Этот ион может нейтрализо​ваться, захватив электрон. Далее, в результате пере-​

ходов от атомов к положительным ионам происходит процесс хаотического перемещения в кристалле мес​та с недостающим электроном. Внешне этот процесс хаотического перемещения воспринимается как пе​ремещение положительного заряда, называемого «дыркой». При помещении кристалла в электриче​ское поле возникает упорядоченное движение «ды​рок» — ток дырочной проводимости.

В идеальном кристалле ток создается равным количеством электронов и «дырок». Такой тип про​водимости называют собственной проводимостью полупроводников. При повышении температуры (или освещенности) собственная проводимость проводни​ков увеличивается.

На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. Примеси бывают до-норные и акцепторные. Донорная примесь — это примесь с большей валентностью. При добавлении донорной примеси в полупроводнике образуются лишние электроны. Проводимость станет электрон​ной, а полупроводник называют полупроводником n-типа. Например, для кремния с валентностью п = 4 донорной примесью является мышьяк с валент​ностью п = 5. Каждый атом примеси мышьяка при​ведет к образованию одного электрона проводимости.

Акцепторная примесь — это примесь с мень​шей валентностью. При добавлении такой примеси в полупроводнике образуется лишнее количество «ды​рок». Проводимость будет «дырочной», а полупро​водник называют полупроводником          p-типа. Напри​мер, для кремния акцепторной примесью является индий с валентностью   n = 3. Каждый атом индия приведет к образованию лишней «дырки».

Принцип действия большинства полупровод​никовых приборов основан на свойствах р-п перехо​да. При приведении в контакт двух полупроводнико​вых приборов р-типа и n-типа в месте контакта на​чинается диффузия электронов из n-области в p-область, а «дырок» — наоборот, из  р- в n-область. Этот процесс будет не бесконечный во времени, так как образуется запирающий слой, который будет препятствовать дальнейшей диффузии электронов и «дырок».
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р-п контакт полупроводников, подобно ваку​умному диоду, обладает односторонней проводи​мостью: если к р-области подключить «+» источника тока, а к n-области «-» источника тока, то запираю​щий слой разрушится и р-п контакт будет проводить ток, электроны из области n- пойдут в р-область, а «дырки» из p-области  в n-область (рис. 23). В первом случае ток не равен нулю, во втором ток равен нулю. Т. е., если к p-области под​ключить «-» источника, а к n-области — «+» источника то​ка, то запирающий слой рас​ширится и тока не будет.
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Полупроводниковый диод состоит из контакта двух полупроводников р- и n-типа. Достоин​ством полупроводникового диода являются малые размеры и масса, длительный срок службы, высокая механическая прочность, высокий коэффициент по​лезного действия, а недостатком — зависимость их сопротивления от температуры.

В радиоэлектронике применяется также еще один полупроводниковый прибор: транзистор, кото​рый был изобретен в 1948 г. В основе триода лежит не один, а два р-п перехода. Основное применение транзистора — это использование его в качестве уси​лителя слабых сигналов по току и напряжению, а полупроводниковый диод применяется в качестве выпрямителя тока. После открытия транзистора на​ступил качественно новый этап развития электрони​ки — микроэлектроники, поднявший на качественно иную ступень развитие электронной техники, систем связи, автоматики. Микроэлектроника занимается разработкой интегральных микросхем и принципов их применения. 






